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7. abra

- Bemendfesziiltség nélkiil (Vs =
=0V) csak a szigetelt kapus névekmé-
nyes —p és n tipusa - FET-ek keriilnek
zart allapotba. Azok, amelyeknek
rajzjelében a kimend aramkort harom
vonalszakasz szimbolizalja. Az 6sszes
tobbi valtozat vezérl6fesziiltség hia-
nyaban nyitott allapotba keriil — ha-
sonloan az elektroncsévekhez.

- Az n-tipusa FET-ek pozitiv, a P-
tipustiak negativ drain fesziiltséget
igényelnek.

- A szigetelt FET-ek mind negativ,
mind pozitiv bemenéfesziiltség-tarto-
méanyban vezérelhet6k; mig a réteg-
FET-ek vezérlési tartomanya mindig
féloldalas.

- A rajzjelek nyila réteg FET-eknél
a bemendaram, szigetelt kapus FET-
eknél a kimendaram iranyat mutatja.

- Kett6s kapus FET-ek csak n-ti-
pusu - pozitiv drain-fesziiltség(i kivi-
telben léteznek.

Kalonleges FET-ek

A tablazatunkba sorolhatok mellett
meg szamos olyan gyartmany létezik,
amelyben a FET vezérlése mas mo-
don torténik, vagy mas elemekkel
kombinalva fordul el. A fontosab-
bakat a kovetkezSkben tekintjiik at.

Foto-FET: fénnyel vezérelhetd kivi-
tel. Példaul a CRYSTALLONICS

FF600-as tipusa. Rajzjele a 6. abra
szerinti.
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8. abra
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Smoke detektor MOS-FET: fiistga-
zok érzékelésére szolgal.

Sensor-FET: (PHILIPS), vagy
FREDFET (SIEMENS), vagy SEN-
SEFET (MOTOROLA - példaul az
MTP40NO6M tipus); n-tipusd, no-
vekményes MOS-FET-ek. A vezérelt
aram érzékelésére — mérésére — kiilon
kimenettel rendelkeznek, ami a tul-
aramvédelem miikodtetésére alkal-
mas. Ot kimenettel rendelkezik 7. ab-
ra).

9. dbra

Lambda-diéda: két réteg-FET-b4] all,
a 8. abra szerinti kapcsoldsban. Ilyen
példaul a MATSUSHITA MEL
48818 tipusa. B4vebb ismertetése la-
punk 92/1-39 és 92/2-86-88 oldala-
in.
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10. dbra

Insulated Gate Bipolar Transistor:
(IGBT); A HARRIS altal 1980-ban
feltalalt eszkoéz egy FET bemenettel
ellatott bipolaris tranzisztor. (B&veb-
ben lapunk 92/11-544. oldalan.)
Azonos elven miikods gyartmanyt
takar az RCA 1982-es sziiletésii
»Conductiviti Modulated FET”
(COMFET) megnevezésii gyartma-
nya is (9. abra).
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11. abra

MOS Controlled Thyristor: (MCT);
a HARRIS 1991-ben forgalomba ho-
zott FET bemenetii tirisztora. p-tipu-
st valtozatanak rajzjele a 10. abra
szerinti.

Temperature Protected MOS-FET:
(TEMPFET), ¢és PROTECTED
MOSFET (PROFET); a SIEMENS
hémeérséklet-, illetve h6- és thlfesziilt-
ség-veédelemmel egybeintegralt telje-
sitmény-FET gyartmanyainak meg-
nevezeése.

- Smartdiscrete; a MOTOROLA thla-

ram- és tulfesziiltség-védelemmel
egybeintegralt N-tipusi, névekmé-
nyes teljesitmény MOSFET eleme
(11. abra).

Temperature and Overload Protected
MOS-FET (TOPFET); a PHILIPS
hémérséklet- és tularamvédelemmel
ellatott gyartmanya (12. abra).

Intelligent Power Device (IPD):

a TOSHIBA el8bbiekhez hasonld
teljesitményelektronikai elemei a vé-
delmi aramko6rok mellett mar vezérls
aramkoroket is tartalmaznak.

12. dbra
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